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СД - светодиод;

ТВПЭ (HEMT) - транзистор с высокой подвижностью электронов;

СВЧ - сверхвысокие частоты;

УФ - ультрафиолетовая (область спектра);

КПД - коэффициент полезного действия;

АО - активная область;

nint - внутренний квантовый выход излучения;

Pint - мощность излучения из активной зоны светоизлучающей гетероструктуры; h - постоянная Планка;

v - частота;

e - заряд электронов;

^extract - коэффициент оптического вывода излучения; ne - внешний квантовый выход излучения; npower - коэффициент полезного действия;

AIIIBV - твердый раствор элементов третьей и пятой группы в периодической системе Менделеева;

AIVBIV - твердый раствор двух элементов четвертой группы в периодической системе Менделеева;

ХГГФЭ - хлоридно-гидридная газофазная эпитаксия (метод выращивания полупроводниковых структур);

МОГФЭ - газофазная эпитаксия из металлорганических соединений

ПО - программное обеспечение;

СР - сверхрешетка;

БС - блокирующий слой;

ВАХ - вольтамперная характеристика
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